附件2
2027年度省重大科技计划推荐项目简介表
	序号
	项目名称
	牵头单位/参与单位
	项目

负责人
	攻关必要性
	解决的技术问题
	技术指标攻关目标值（≥6个核心指标）
	国内外

标杆水平
	投入产出

情况
	备注

	1

（(示例)
	XX低压化学气相沉积设备开发及应用
	XXX/XX技术创新中心、XX大学、XX公司等
	XX（省芙蓉计划青年人才/总经理、高级工程师）
	芯片被列入35项“卡脖子”技术清单。芯片制造有光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等三大核心设备。低压化学气相沉积设备通过低压环境（低于0.1MPa）和高温（425-900℃）实现薄膜沉积，具有阶梯覆盖性好、膜层均匀性高的特点。目前国产低压化学气相沉积设备主要用于XX以上XX英寸中低端微机电和功率器件。XX低压化学气相沉积设备聚焦XX以下逻辑、存储和处理器等高端集成电路领域，尤其是XX以下先进制程，对热场均匀性与温度控制、流场与气体分布、颗粒污染控制、系统集成与自动化等提出了极为严苛的要求。从XX到XX设备的升级，是从“实验室级精密”迈向“工业级极致”的跨越。目前，XX设备被美日欧垄断，国产设备仍未攻克。亟需开展XX低压化学气相沉积设备开发，加快实现高水平科技自立自强。
	针对集成电路XX低压化学气相沉积设备的热场均匀性、流场与气体分布、颗粒污染控制、系统集成与自动化等难题，开展XX、XX、XX等关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，研制XX低压化学气相沉积设备，其膜厚均匀性、新增颗粒数量和设备可靠性等关键指标达到国际先进、国内领先水平，在集成电路晶圆制造领域形成示范应用，实现国产替代。
	1.晶圆尺寸：XX；

2.恒温区温度均匀性：XX；

3.膜厚均匀性：XX；

4.颗粒污染：XX；

5.Uptime（运行时长）：XX；

6.颗粒污染控制技术：XX。
	XX企业1：

1.晶圆尺寸：XX；

2.恒温区温度均匀性XX；

3.膜厚均匀性：XX；

4.颗粒污染：XX；

5.Uptime（运行时长）：XX；

6.颗粒污染控制技术：XX。

XX企业2：

1.晶圆尺寸：12英寸；

2.恒温区温度均匀性XX；

3.膜厚均匀性：XX；

4.颗粒污染：XX；

5.Uptime（运行时长）：XX；

6.颗粒污染控制技术：XX。
	项目研发总投入XX万元。项目实施期内，在XX高端集成电路领域，首创/研制首台首套XX。产品拟应用于XX国内知名晶圆厂，实现新增营收X亿元/年，引领集成电路产业链创新资源在湖南加速聚集。
	相关领导指示批示及特别说明的情况。按本示例格式及字体填写，总体不超过一页。不要调整所有列宽




